SU 389, SU 390

1/8a8 (12)

Hersteller: VEB Mikroelektronik , Karl Liebknecht” Stahnsdorf

vorlédufige technische Daten
Si-npn-Leist schalttranaistoren

Anwendung: Schneller Leistungsschalter in induktiven Stromkreisen bei hoher Spennung,
2. B. Schaltnetzteile,

Schaltregler,
Wechselrichter,
Steuerung von Wechsel- und Gléichstrommotoren,
Magnet- und Relaistreiber
Besondere Merkmale: Multiepitaxial-Mesa-Technik
Glaspassivierung
hohe Sperrspannung

niedrige Sdttigzungsspannung
kurze Schaltzeiten
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Grenswerte (giltig fiir Bereich der Sperrschichttemperatur, wenn nichts enderes angegeben).
i
Kurzzeichen min. mAX. Einheit Bemerkung
Kollektor-Emitter— U 850 35U 389 v i
Spannung CEV 1000 SU 390 v Ung 2V
Ucer Ucey Bpp = 10
1} 400 SU 389 v = 0A
o0 450 SU 390 '3
Emitter-Basis-Spennung Uggo 10 v
Kollektorstrom I 10 SU 389 A Empfohlener Wert
Ceat 8 SU 390 A fiir Normelbetrieb
(Nennstrom)
Il'.‘- 15 A
Ioy 30 t, 10 ns, g= 0,1
Basisstrom Ip 4
Iny 20 A tp 2 10 ma, 9= 0,1
Gesamtverlustleistung Piot 150 W oc = 25 %
Sperrschichttemperatur 45 175 %
Gehliusetemperatur 4 -25 +175 %
Lagerungstemperatur "tltg +5 +35 % max. 3 Jahre
. =50 +50 % max. 1 Monat
Zugkraft an den 10 | einmalig beim Biegen
Anschllissen Dauner 10 s
Druckkraft en den 2 N einmalig beim .
Anschllssen Montieren

Anzahl der Biegungen
der Anschliisse

nur abwinkeln ohne
Biegewinker s 90°

e
Biegeradius = 15 mm
Abstand vom Kunststoff-
kbrper % 1,5 mm

Bild 2: Schaltzeichen



1/88 (12) 3 SU 389, «ee

Kennwerte (giltig fir -ﬂg =25 9% - 5K)

Kennzeichen _ min. max. Einheit  Priifbedingungen
Kollektor-Emitter=- U 400 (fiir SU 389) v Ip =04, I=0,24A
(BR)CEO _ r o ’

Durchbruchspannung 450 (fir SU 390) v t $ 1 ms, Einzel-

impuls
Emitter-Basis- U, 10 v I.=0A = 10 mA
Durchbruchspannung (BR)EBO ¢ : IE
Kollektor-Emitter= I ' 1 mA Upp = U 5109
b i CER ce = Ucgv® Rep

tT. <1 ms

P

Kollektor-Emitter=- U . 1,5 v In = 1 1./1I, = §
SHttigungespennung CEsat ' c Csat® “C'~B

t. <1 ms

p

Basis-Emitter= U : 1,6 v Tz w
Sittigungespannung BEsat : C = “Ceat

IGKIB = 5
Speicherzeit tg 3 Y Tps = Igy
Abfallzeit tf 0,8 !us Ohmsche Last

Ugg = 150 V
Immerer Wirme- R 1 K/
widerstend mie

%
400
Bild 3: Grenzwert der Gesamtverlustleistung in
Abhéngigkeit von der Geh#iusetemperatur
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